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Die folgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Halbleitervorrichtung und zugehorige Einbaustruktur 

® In efner Einbaustruktur einer Halbleitervorrichtung ge- 
maR der vorliegenden Erfindung ist ein Halbleiterchip 

(12) auf jeder von Vorder- und Ruck-Hauptoberflachen ei- 
nes Gehausesubstrats (13) vorgesehen. Anschlu&stifte (9) 
sind auf einer Seitenendoberflache des Gehausesubstrats 

(13) derart vorgesehen, daB sie davon hervorstehen. Das 
Gehausesubstrat (13) ist senkrecht zu einer Leiterplatte (3) 
angebracht, wobei eine Oberflache, an der die Anschlufc- 
stifte (9) angebracht sind, der Leiterplatte (3) gegenuber- 
liegt. Mit dieser Struktur kann eine Halbleitervorrichtung 
vorgesehen werden, die ein effizientes Einbauen eines 
Halbleiterchips ermoglicht. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine 
Halbleitervorrichtung mit eincm Gehausesubstrat und auf 
eine Leiterplatte, die zum Einbauen einer Mehrzahl von 5 
Halbieiterchips verwendet wiixl, und zugehorige Einbau- 
strukturen. 

[0002] In einer bei der Anmelderin venvendeten Halblei- 
tervorrichtung ist ein Gehausesubstrat, auf dem ein Halblei- 
terchip angeordnet ist, auf eine Leiterplatte gesetzt. In bei 10 
dcr Anmelderin vorhandenen Halbleitervorrichtungen ist 
ein Halbleiterchip 105 auf einer Hauptoberflache des Ge- 
hausesubstrats 108 uber eine VerbindungsanschluBstelle 
107, wie in einem QFP-LSI (Quadrad Flat Package-Large 
Skale Integration Circuit, Quadratisches-Flachgehause- 15 
Hochintegrationsschaltung) 101 oder 102, die in Fig. 14 bis 
17 gezeigt sind, vorgesehen. Zusatzlich ist eine Leitung 106, 
die mit einer Elektrode in dem Halbleiterchip 105 verbun- 
den ist, mit einem AnschluBstift 109 verbunden, der auf ei- 
ner Seitenendoberflache des Gehausesubstrats 108 vorgese- 20 
hen ist. Weiter sind der AnschluBstift 109 und das Halblei- 
terchip 105 mit einer Form 104 bedeckt und an dem Gehau- 
sesubstrat 108 befestigt. Diese QFP-LSIs 101 und 102 sind 
an einer Leiterplatte 103 mit einer Oberflache angebracht, 
auf der das Halbleiterchip 105 nicht der Leiterplatte 103 ge- 25 
geniiberliegend vorgesehen ist. 

[0003] Wie in Fig. 17 gezeigt ist, erfordern die QFP-LSIs 
101 und 102, die oben erwahnt wurden, jeweils eine reser- 
vierte Flache von axb auf einer oberen Oberflache der Lei- 
terplatte 103. Daher ist zum Vorsehen von n QFP-LSIs auf 30 
der Leiterplatte 103 eine Flache von nxaxb der Leiterplatte 

- erf orderlich und zusatzlich ist eine Flache fur einen-Verbin- 

dungsbereich erforderlich, um Verbindungen vorzusehen, 
die mit AnschluBstiften der QFP-LSIs verbunden sind, um 
ein elektrisches Signal zu den QFP-LSIs zu senden. 35 
[0004] Daher vergroBert sich in dem bei der Anmelderin 
vorhandenen QFP-LSI eine Flache der Leiterplatte, die 
durch die Chips belegt ist, gemafi der Anzahl der Halbieiter- 
chips. Weiter steigt, wenn die Anzahl von vorgesehenem 
QFP-LSIs ansteigt, die Anzahl von AnschluBstiften, um ein 40 
wei teres Problem der Stauung von Leitungen auf der Leiter- 
platte zu verursachen. AuBerdem ist in den hochintegrierten 
Halbleitervorrichtungen die Verarbeitung von Warme, die 
von dem Halbleiterchip emittiert wird, erforderlich, wenn 
die Betriebe der Halbleiterelernente schneller werden. In 45 
den QFP-LSI mit der oben beschriebenen Struktur muB eine 
Strahlungsrippe oder ein Propeller bei weiterer Warrnestrah- 
lung hinzugefugt werden. 

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine 
Halbleitervorrichtung vorzusehen, bei der das Gehausesub- 50 
strat senkrecht an der Leiterplatte angebracht ist, wodurch 
ein effizienter Einbau von Halbieiterchips und Einbaustruk- 
turen da von ermoglicht werden, um die oben beschriebenen 
Probleme zu losen. 

[0006] Diese Aufgabe wird gelost durch eine Halbleiter- 55 
vorrichtung nach Anspruch 1 bzw. eine Einbaustruktur nach 
Anspruch 6. 

[0007] Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter- 
anspriichen angegeben. 

[0008] Eine Halbleitervorrichtung der vorliegenden Erfin- 60 
dung, die das oben beschriebene Problem lost, weist foigen- 
des auf: ein Gehausesubstrat mit einer ersten und einer zwei- 
ten Hauptoberflache, die einander entgegengesetzt sind, und 
Seitenendoberflachen; 

[0009] Halbieiterchips, die auf der ersten bzw. zweiten 65 
Hauptoberflache vorgesehen sind; und einen AnschluBstift 
zur elektrischen Verbindung, der auf der Seitenendoberfla- 
che vorgesehen ist und sich in eine Richtung erstreckt, die 



im wesentlichen parallel zu der ersten und der zweiten 
Hauptoberflache ist. 

[0010] Mit dieser Struktur kann das Gehausesubstrat 
senkrecht an der Leiterplatte eingebaut bzw. eingesetzt wer- 
den, wobei eine Oberflache mit den AnschluBstiften des Ge- 
hausesubstrats der Leiterplatte gegenuberliegt. Daher kon- 
nen durch Anordnen von Halbieiterchips auf beiden Ober- 
flachen des Gehausesubstrats, viele Halbleitervorrichtungen 
einer Richtung senkrecht zur Leiterplatte vorgesehen wer- 
den. Dann ist eine Flache, die durch das Gehausesubstrat auf 
der Leiterplatte belegt ist, wenn n Halbieiterchips eingebaut 
sind, reduziert im Vergleich mit einem bei der Anmelderin 
vorhandenen Fall, in dem das Halbleiterchip nur auf einer 
Hauptoberflache des Gehausesubstrats vorgesehen ist und 
eine Oberflache, auf dem Halbieiterchips nicht vorgesehen 
ist, an der Leiterplatte angebracht ist. Als eine Folge konnen 
mehr Halbieiterchips auf der Leiterplatte derselben Flache 
vorgesehen werden, und mit dem Einbauen bzw. Einsctzen 
der Halbleitervorrichtung wird eine hohe zweidimensionale 
Integration ermoglicht. 

(0011] Zusatzlich wird durch Vorsehen einer Mehrzahl 
von Halbieiterchips auf mindestens einer der ersten und 
zweiten Hauptoberflache des Gehausesubstrats, die Anzahl 
von Halbieiterchips, die in einer Richtung senkrecht zu der 
Leiterplatte eingebaut sind, vergroBert, wodurch sogar mehr 
Halbieiterchips vorgesehen werden konnen auf der Leiter- 
platte derselben Flache. Als eine Folge wird das Einbauen 
bzw. Einsetzen der Halbleitervorrichtungen mit einer sogar 
hoheren zweidimensionalen Integration ermoglicht. 
[0012] Zusatzlich kann durch Kombinieren von An- 
schluBstiften mehr als eines Halbieiterchips, die zum Sen- 
den-eines-gemeinsamen-Signals-auf-dem-Gehausesubstrat 
vorgesehen sind, die Anzahl von ailgemeinen AnschluBstif- 
ten verringert werden. 

[00131 Zusatzlich muB in der Halbleitervorrichtung ge- 
mafi der vorliegenden Erfindung, wenn die Halbieiterchips 
direkt auf einer Vorderoberflache und einer Ruckoberflache 
vorgesehen sind, das heiBt, den Hauptoberflachen des Ge- 
hausesubstrats, die bei der Anmelderin verwendete Einbau- 
struktur (Einsetzstruktur) nicht verwendet werden, in dem 
das Gehausesubstrat, auf dem eine Hauptoberflache des 
Halbieiterchips vorgesehen ist, in einem Sockel oder der- 
gleichen angeordnet ist und auf die Leiterplatte gesetzt bzw. 
in sie eingesetzt wird. Daher kann die Anzahl von Elemen- 
ten verringert werden und der HerstellungsprozeB kann ver- 
einfacht werden. 

[0014] GemaB einer weiteren Ausfuhrungsform ist eine 
Erdungsplatte (Massenplatte) der Halbleitervorrichtung der- 
art vorgesehen, daB sie von einer Seitenendoberflache in ei- 
nem vorbestimmten Bereich, der ein anderer Bereich ist, in 
dem der AnschluBstift vorgesehen ist, hervorsteht. 
[0015] Mit dieser Struktur kann eine Warme, die in dem 
Halbleiterchip erzeugt wird, unter Benutzung der Massen- 
platte abgestrahlt werden. Zusatzlich wird mit einer groBe- 
ren Massenplatte eine Erdungsflache (Massen flache) ver- 
groBert und eine Impedanz kann verringert werden. Als eine 
Folge kann eine Wirkung von Rauschen, das in und aus der 
Halbleitervorrichtung erzeugt wird, verringert werden. 
[0016] Vorzugsweise steht die Massenplatte von der Sei- 
tenendoberflache des Gehausesubstrats derart hervor, daB 
eine Lucke zwischen einer Oberflache, die der Leiterplatte 
gegenuberliegt, und der Leiterplatte belassen wird, wenn 
das Gehausesubstrat an der Leiterplatte angebracht wird, um 
das Einsetzen einer anderen Halbleitervorrichtung darin zu 
ermoglichen. 

[0017] Mit einer derartigen Struktur kann ein anderes Ge- 
hausesubstrat eines bei der Anmelderin verwendeten TVps, 
auf dem ein Ein-Oberflachen-Halbleiterchip vorgesehen ist, 
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io der oben erwahnten LQcke mit einer Oberflache angeord- 
net werden, wobei kein Halbleitersubstrat in Kontakt mit der 
Leiterplatte ist, wcxlurch mehr HalbLeiterchips auf der Lei- 
terpiatte derselben Flache vorgesehen werden konnen. Als 
eine Folge kann die Halbleitervorrichtung mit einer hoheren 5 
Integration eingebaut werden. 

[0018] GemaB einer anderen Ausfuhrungsform ist ein An- 
schluBsuft der Halbleitervorrichtung in einem Bereich vor- 
gesehen, der ein anderer ist als der Bereich mit dem An- 
schluBstift. to 
[0019] Mit einer derartigen Struktur kann eine Mehrzahl 
von Halbleitervorrichtungen senkrecht auf der Hauptober- 
flache der Leiterplatte angebracht werden und eine Einbau- 
struktur kann reaiisiert werden, in der MassenanschluBstifte 
der Mehrzahl von Halbleitervorrichtungen eiektrisch mit- 15 
einander uber die Massenplatte verbunden sind. Daher ist es 
moglich, die Massenplatte als ein warmeausstrahlendes 
Substrat zu verwenden und den Effekt des Rauschens, das in 
und aus der Halbleitervorrichtung erzeugt wird mit der Ver- 
wendung einer riiedrigeren Impedanz zu verringern, die von 20 
dem Anstieg in der Massen flache resultiert. 
[0020] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten erge- 
ben sich aus der folgenden Beschreibung von Ausfiihrungs- 
formen der Erfindung anhand der beigefugten Zeichnungen. 
Von diesen zeigen: 25 
[0021] Fig, 1 einen Querschnitt einer Halbleitervorrich- 
tung gemaB der ersten Ausfuhrungsform, in der Halbleiter- 
chips sowohl auf einer ersten Hauptoberflache als auch auf 
einer zweiten Hauptoberflache eines Gehausesubstrats vor- 
gesehen sind; 30 
[0022] Fig. 2 eine erste Hauptoberflache, auf der ein Halb- 
leiterchip in einer Hal bleitervorrich t ung gemaB de r ersten 

Ausfuhrungsform vorgesehen ist; 

[0023] Fig. 3 eine zweite Hauptoberflache, auf der ein 
Halbleiterchip in einer Halbleitervorrichtung gemafi der er- 35 
sten Ausfuhrungsform Vorgesehen ist; 
[0024] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Halblei- 
tervorrichtung gemaB der ersten Ausfuhrungsform, in der 
das Gehausesubstrat senkrecht auf der Leiterplatte ange- 
bracht ist; 40 
[0025] Fig. 5 eine AufriBansicht der Halbleitervorrichtung 
gemaB der ersten Ausfuhrungsform, in der das Gehausesub- 
strat in einer senkrechten Richtung mit Halbleiterchips, die 
sowohl auf einer ersten Hauptoberflache als auch auf einer 
zweiten Hauptoberflache vorgesehen sind, gesetzt ist; 45 
[0026] Fig. 6 eine Halbleitervorrichtung gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform mit einer Mehrzahl von Halbleiterchips, 
die auf einer ersten Hauptoberflache eines Gehausesubstrats 
vorgesehen sind; 

[0027] Fig. 7 eine AufriBansicht einer Halbleitervorrich- 50 
tung gemaB der ersten Ausfuhrungsform mit einer Mehrzahl 
von Halbleiterchips, die auf einer ersten Hauptoberflache 
und einer zweiten Hauptoberflache eines Gehausesubstrats 
vorgesehen sind; 

[0028] Fig. 8 eine Halbleitervorrichtung gemaB der ersten 55 
Ausfuhrungsform mit einer Mehrzahl von Halbleiterchips, 
die auf einer zweiten Hauptoberflache eines Gehausesub- 
strats vorgesehen sind; 

[0029] Fig. 9 einen Querschnitt einer Halbleitervorrich- 
tung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform, in der eine Mas- 60 
senplatte auf einer Seitenendoberflache des Gehausesub- 
strats vorgesehen ist; 

[0030] Fig. 10 eine Halbleitervorrichtung gemaB der 
zweiten Ausfuhrungsform mit Massenplatten, die auf Sei- 
tenendoberflachen eines Gehausesubstrats vorgesehen sind; 65 
[0031] Fig. 11 eine AufriBansicht einer Halbleitervorrich- 
tung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform, in der Massen- 
platten auf Seitenendoberflachen eines Gehausesubstrats 
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vorgesehen sind und das Gehausesubstrat in einer senkrech- 
ten Richtung gesetzt ist; 

[0032] Fig. 12 eine zweite Hauptoberflache in einer Halb- 
leitervorrichtung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform, in 
der Massenplatten auf Seitenendoberflachen eines Gehause- 
substrats vorgesehen sind; 

[0033] Fig. 13 eine Halbleitervorrichtung gemaB einer 
dritten Ausfuhrungsform, in der Massenanschlusse von 
zwei Gehausesubstraten, die senkrecht auf der Leiterplatte 
angebracht sind, eiektrisch miteinander uber eine Massen- 
platte verbunden sind; 

[0034] Fig. 14 einen Querschnitt einer bei der Anmelderin 
vorhandenen Halbleitervorrichtung mit einem Halbleiter- 
chip, das nur auf einer Hauptoberflache eines Gehausesub- 
strats vorgesehen ist; 

[0035] Fig. 15 eine Oberflache, auf der ein Halbleiterchip 
in einer bei der Anmelderin vorhandenen Halbleitervorrich- 
tung vorgesehen ist, wobei ein Halbleiterchip nur auf einer 
Hauptoberflache eines Gehausesubstrats vorgesehen ist; 
[0036] Fig. 16 eine Oberflache, auf der ein Halbleiterchip 
nicht in einer bei der Anmelderin vorhandenen Halbleiter- 
vorrichtung vorgesehen ist, bei der ein Halbleiterchip nur 
auf einer Hauptoberflache eines Gehausesubstrats vorgese- 
hen ist; und 

[0037] Fig. 17 eine bei der Anmelderin vorhandene Halb- 
leitervorrichtung mit einer Mehrzahl von Halbleiterchips, 
die parallel zu der Leiterplatte vorgesehen sind. 

Erste Ausfuhrungsform 

[0038] Zunachst wird eine Halbleitervorrichtung gemaB 
der ersten Ausfuhrungsform der vorlie genden Erfin dung mit 
Bezug auf Fig. 1 bis 8 beschrieben werden. "Wle in Fig. 1 bis 
3 gezeigt ist, sind in der Halbleitervorrichtung gemaB der er- 
sten Ausfuhrungsform auf Vorder- und Ruckhauptoberfla- 
chen eines Gehausesubstrats 13 Halbleiterchips 11 und 12 
Uber eine VerbindungsanschluBstelle 7 vorgesehen. An- 
schiuBstifte 9 sind nur auf einer Seitenendoberflache des 
Gehausesubstrats 13 angeordnet. Die Halbleiterchips 11 und 
12 sind jeweils mit einer GehausesubstratanschluBstelle 15 
verbunden, die auf dem Gehausesubstrat 13 vorgesehen ist, 
durch eine Leitung 6. Die GehausesubstratanschluBstelle 15 
ist mit einer intemen Leitung 14 verbunden, die innerhalb 
des Gehausesubstrats 13 verlauft. 

[0039] Zusatzlich ist die interne Leitung 14 mit dem An- 
schluBstift 9 verbunden, der auBerhalb von einer Seitenend- 
oberflache des Gehausesubstrats 13 hervorsteht. Weiter sind 
die Halbleiterchips 11 und 12, die VerbindungsanschluB- 
stelle 7 und die Leitung 6, die oben erwahnt wurden, durch 
eine Form 4 bedeckt, die eine Oberflache des Gehausesub- 
strats 13 bedeckt. 

[0040] Zusatzlich ist das in Fig. 1 bis 3 gezeigte Gehause- 
substrat 13 senkrecht bzw. im rechten Winkel zu einem 
Hauptoberflache der Leiterplatte 3 eingebaut, wobei die Sei- 
tenendoberflache mit den AnschluBstiften 9 der Hauptober- 
flache der Leiterplatte wie in Fig. 4 und 5 gezeigt gegen- 
uberliegt und eine ebene Flache, die durch das Gehausesub- 
strat 13 auf der Leiterplatte 3 besetzt wird, betragt cxd. 
[0041] Fig. 6 bis 8 zeigen, daB drei Halbleiterchips 16, 17 
und 18 und drei Halbleiterchips 19, 20 und 21 auf Vorder- 
bzw. Ruck-Hauptoberflachen des Gehausesubstrats 13 vor- 
gesehen sind. Obwohl in dieser Ausfuhrungsform drei Halb- 
leiterchips jeweils auf der Vorder- und Ruck-Hauptoberfla- 
che des Gehausesubstrats 13 vorgesehen sind, kann eine 
Mehrzahl von Halbleiterchips auf mindestens einer der Vor- 
der- und Ruck-Hauptoberflachen des Gehausesubstrats 13 
vorgesehen sein. 

[0042] Mit einer derartigen Struktur kann durch Anbrin- 
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gen der Oberflache des Gehausesubstrats 13, auf der die An- 
schluBstifte 9 vorgesehen sind, an der Leiterplatte 3, das Ge- 
hausesubstrat 13 senkrecht. bzw. im rechten Winkel zu der 
Leiterplatte 3 eingebaut werden. Durch Anbringcn der Halb- 
leiterchips 11 und 12 jeweils auf der Vorder- und Ruck- 5 
Hauptoberflache des Halbleitersubstrats 13, konnen viele 
Halbleitervorrichtungen in einer senkrechten Richtung zu 
der Leiterplatte vorgesehen werden. Daher wird eine Rache 
nxcxd der Leiterplatte, die durch Gehausesubstrate 13 belegt 
ist, wenn n Halbleiterchips eingebaut sind, reduziert werden 10 
im Vcrgleich mit einer Rache nxaxb der Leiterplatte, die 
durch die Gehausesubstrate belegt sind, bei denen die Halb- 
leiterchips nur auf einer Oberflache vorgesehen sind, wie in 
der Beschreibung des Stands der Technik gezeigt ist. Als 
eine Foige konnen viele Halbleiterchips 11 und 12 auf der 15 
Leiterplatte mit derselben Rache vorgesehen werden und 
das Einbauen bzw. Einsetzen der Halbleitervorrichtungen 
wird mit einer hohen zweidimensionalen Integration ermog- 
licht. 

[0043] Zusatzlich konnen, wenn eine Mehrzahl von Halb- 20 
leiterchips, wie beispielsweise Halbleiterchips 16, 17 und 18 
und Halbleitervorrichtungen 19, 20 und 21, die in Fig, 6 bis 
8 gezeigt sind, auf mindestens einer Oberflache des Gehau- 
sesubstrats 13 vorgesehen sind, sogar mehr Halbleiterchips 
5 in derselben ebenen Rache eingebaut werden. 25 
[0044] Weiter kann durch Kombinieren von AnschluBstif- 
ten zweier Halbleiterchips 11 und 12, die auf dem Gehause- 
substrat 13 zuni Senden eines gemeinsamen Signales vorge- 
sehenen sind, die Anzahl von AnschluBstiften 9 als Ganzes 
verringert werden. 30 
[0045] Weiter muB durch direktes Vorsehen der Halblei- 
terchips 11 und -12 auf-der-vorderen-Oberflache-und-der 

Ruckoberflache des Gehausesubstrats 13, die bei der An- 
melderin vorhandenen Einbaustruktur wie oben beschrieben 
nicht verwendet werden, in der das Gehausesubstrat, auf der 35 
eine Hauptoberflache des Halbleiterchips vorgesehen ist, in 
einem Gehause oder dergleichen angeordnet ist und auf die 
Leiterplatte gesetzt ist, nicht verwendet werden, und daher 
kann die Anzahl von Elementen verringert werden und der 
HerstellungsprozeB kann vereinfacht werden. 40 

Zweite Ausfuhrungsform 

[0046] Als nachstes wird unter Bezugnahme auf Fig. 9 bis 
12 eine Halb lei tervorrichtung gemaB der zweiten Ausfuh- 45 
rungsform beschrieben. Wie in Fig. 9 bis 12 gezeigt ist sind 
in der Halbleitervorrichtung gemaB der zweiten Ausfuh- 
rungsform Erdungsplatten (Massenplatten) 22 weiter derart 
vorgesehen, daB sie von drei Seitenendoberflachen des Ge- 
hausesubstrats 13, die andere sind als die Seitenendoberfla- 50 
chen, auf denen die AnschluBstifte 9 in der Halbleitervor- 
richtung, die unter Bezugnahme auf die erste Ausfuhrungs- 
form beschrieben wurde, angebracht sind, hervorstehen. Zu- 
satzlich ist eine vorbestimmte Lucke e zwischen unteren En- 
den der Massenplatten 22 vorgesehen, die von rechten und 55 
linken Seitenendoberflachen des Gehausesubstrats 13 her- 
vorragen und der Leiterplatte 3 hervorstehen. Durch Vorse- 
hen einer derartigen Lucke e kann ein Endabschnitt eines 
Gehausesubstrats, das unter Bezugnahme auf die bei der 
Anmelderin vorhandene Technik wie oben beschrieben 60 
wurde, wie beispielsweise ein Gehausesubstrat mit einem 
Halbleiterchip, das auf nur einer Hauptoberflache vorgese- 
hen ist, und einer anderen Hauptoberflache, die in Richtung 
der Leiterplatte angeordnet ist, eingesetzt werden. 
[0047] Mit einer derartigen Struktur kann eine Warme, die 65 
in den Halbleiterchips 11 und 12 erzeugt wird, unter Ver- 
wenden der Massenplatte 22 ausgestrahlt werden. Zusatz- 
lich kann unter Ausnutzen der Tatsache, daB die Impedanz 



durch Herausziehen der Massenplatte 22 zur AuBenseite 
und VergroBem der Massenflache verringert werden kann, 
ein EfFekt von Rauschen, das in und aus der Halbleitervor- 
richtung erzeugt wird, verringert werden. 
[0048] Zusatzlich konnen, da Gehausesubstrate 101 und 
102 mit einem Halbleiterchip 105, das nur auf einer Haupt- 
oberflache vorgesehen ist, wie das Gehausesubstrat 108, das 
gemaB der bei der Anmelderin vorhandenen Technik er- 
wahnt wurde, auf der Leiterplatte 3 mit einer anderen 
Hauptoberflache in Kontakt mit der Leiterplatte 3 und mit 
einem Endabschnitt in die oben erwahnte Lucke c eingesetzt 
angeordnet werden kann, mehr Halbleiterchips auf der Lei- 
terplatte derselben Flache eingebaut werden. Als eine Folge 
kann die zweidimensionale Einbaudichte der Halbleitervor- 
richtung weiter vergroBert werden. 

Dritte Ausfuhrungsform 

[0049] Als nachstes wird eine Halbleitervorrichtung ge- 
maB einer dritten Ausfuhrungsform mit Bezugnahme auf 
Fig. 13 beschrieben. Die Halbleitervorrichtung gemaB der 
dritten Ausfuhrungsform ist von ungefahr derselben Struk- 
tur wie die in der ersten Ausfuhrungsform gezeigte Halblei- 
tervorrichtung, jedoch ist die dritte Ausfuhrungsform von 
der ersten Ausfuhrungsform darin verschieden, daB Gehau- 
sesubstrate 24 und 25 weiter MassenanschluBstifte (Er- 
dungsanschluBstifte) 26 auf einer Seitenendoberflache auf- 
weisen, die der Seitenendoberflache entgegengesetzt ist, die 
an der Leiterplatte 3 angebracht ist. 

[0050] Die Gehausesubstrate 24 und 25 sind ungefahr 
bzw. im wesentlichen senkrecht zur Leiterplatte 3 ange- 
bracht und-ungefahr-bzw-im-wesentuchen-parallelzueinan- 
der. Alle MassenanschluBstifte 26 eines Gehausesubstrats 
24 auf einer Seite entgegengesetzt zu einer Seite, die an der 
Leiterplatte 3 angebracht ist, sind elektrisch uber die Er- 
dungsplatte bzw. Massenplatte 23 mit alien Masse nan - 
schluBstiften 26 des anderen Gehausesubstrats 25 elektrisch 
verbunden, die auf einer Seitenendoberflachen entgegenge- 
setzt zu einer Seitenendoberflache vorgesehen sind, die an 
der Leiterplatte 3 angebracht ist. 

[0051] Mit einer derartigen Struktur kann durch Verwen- 
den der oben erwahnten Massenplatte 23 als ein warmeab- 
strahlendes Substrat und durch Verwenden der Wirkung des 
Verringerns der Impedanz durch die VergroBerung in der Er- 
dungsflache bzw. Massenflache, ein Effekt von Rauschen, 
das in und aus der Halbleitervorrichtung erzeugt wird, ver- 
ringert werden. 

[0052] Obwohl in der dritten Ausfuhrungsform Massen- 
anschluBstifte 26 in den Gehausesubstraten 24 und 25 auf 
der Seitenendoberflache vorgesehen sind, die der Seitenend- 
oberflache gegenuberliegt, auf der die AnschluBstifte 9 vor- 
gesehen sind, und uber die Massenplatte bzw. Erdungsplatte 
23, die senkrecht bzw. im rechten Winkel dazu angeordnet 
ist, verbunden sind, kann dies in einer anderen Weise er- 
reicht werden. 

Patentanspriiche 
1. Halbleitervorrichtung mit 

einem Gehausesubstrat (13) mit einer ersten und einer 
zweiten Hauptoberflache, die einander entgegengesetzt 
sind, und Seitenendoberflachen; 

Halbleiterchips (U, 12), die auf der ersten bzw. zwei- 
ten Hauptoberflache vorgesehen sind; und 
AnschluBstiften (9) fur eine elektrische Verbindung, 
die auf der Seitenendoberflache vorgesehen sind und 
sich in eine Richtung erstrecken, die sich annahemd 
parallel rn^t^o^cers^^und zweiten Hauptoberflache er- 
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strecken. 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, bei dereine 
Mehrzahl der Halbleiterchips (11, 12) auf rnindestens 
einer der ersten und der zweiten Hauptoberflache vor- 
gesehen sind. 5 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei 
der Massenplatten (22, 23) der Halbleiterchips (11, 12) 
derart vorgesehen sind, daB sie von den Seitenendober- 
flachen in einem vorbestimraten Bereich hervorstehen, 
der ein anderer Bereich ist, in dem die AnschluBstifte io 
(9) vorgesehen sind. 

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, bei der die 
Massenplatten (23) von den Seitenendoberflachen des 
Gehausesubstrats (13) derart hervorstehen, daB eine 
Lucke zwischen einer Oberflache der Masse nplatte 15 
(23), die der Leiterplatte (3) gegenuberliegt, und der 
Leiterplatte (3) be Lassen wird, wenn das Gehausesub- 
strat (13) an der Leiterplatte (3) angebracht wird, um 
ein Einsetzen einer anderen Halbleitervorrichtung zu 
ermoglichen. 20 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, bei der MassenanschluBstifte (26) des Halbleiter- 
chips (11, 12) auf einer Seitenendoberflache in einem 
Bereich vorgesehen ist, der ein anderer Bereich ist, in 
dem die AnschluBstifte (9) vorgesehen sind. 25 

6. Einbaustruktur einer Halbleitervorrichtung, bei der 
eine Mehrzahl von Halbleitervorrichtungen, die jeweils 
ein Gehausesubstrats (13) mit einer ersten und einer 
zweiten Hauptoberflache, die einander entgegengesetzt 
sind, und Seitenendoberflachen aufweisen, an einer 30 
Hauptoberflache einer Leiterplatte derart angebracht 
sind, . daB. die. erste un d die zweite Hauptobe rflache 
senkrecht zur Hauptoberflache sind, wobei 

die Mehrzahl von Halbleitervorrichtungen jeweils auf- 
weisen: 35 
Halbleiterchips (11, 12), die auf der ersten bzw. zwei- 
ten Hauptoberflache vorgesehen sind, und 
AnschluBstifte (9) fur eine elektrische Verbindung, die 
auf einer Seitenendoberflache vorgesehen sind und sich 
in einer Richtung im wesentlichen parallel mit der er- 40 
sten und der zweiten Hauptoberflache erstrecken, 
wobei MassenanschluBstifte (26) jedes der Halbleiter- 
chips (11, 12) auf der Seitenendoberflache in einem Be- 
reich vorgesehen sind, der ein anderer ist, als ein Be- 
reich, in dem AnschluBstifte (9) in jeder der Mehrzahl 45 
von Halbleitervorrichtungen vorgesehen sind, und 
die MassenanschluBstifte (26) der Mehrzahl von Halb- 
leitervorrichtungen elektrisch uber eine Massenplatte 
(23) verbunden sind. 



Hierzu 8 Seite(n) Zeichnungen 



50 



55 



60 



65 



BEST AVAILABLE COPY 



- Leerseite - 



tit ST AVAILABLE COPY 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 
. Offenlegungstag: 



DE 10030 144 A1 
HOI L 25/065 

16. Mai 2002 



FIG. 1 




BEST AVAILABLE COPY 



102 200/8 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE100 30 144 A1 
H 01 L 25/065 

16. Mai 2002 



FIG. 3 



13" 



Q- • 
B- • 
C3- • 4f€3 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



•12 



FIG. 4 



12 1.3 





FIG. 5 



13 



12 11 

m 



T~9 

c 



BEST AVAILABLE COPY 



10220Q/8 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag; 



DE 10030 144 A1 
H 01 L 25/065 

16. Mai 2002 



FIG. 6 




FIG^7- 




BEST AVAILABLE COPY 



102 200/8 



ZEICHNUNGEN SEITE 4 



Nurnmer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 100 30 144 A1 
H01L 25/065 

16. Mai 2002 




obST AVAILABLE COPY 



102 200/8 



ZEICHNUNGEN SEITE 5 



Nurnmer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 10030 144 A1 
H 01 L 25/065 

16. Mai 2002 



FIG. 10 



13 

V 



22" 



II 



22 





11 



TTTTTTTnTTTnTrmrrTTTTTTTTTT 



IF 



FIG. 1 1 



22 

















12 


11— 








9 ~ 






-^13 



FIG. 12 

22 



5? 




12 



13 



llilllllllllllllllllllllllllll 



-22 



BEST AVAILABLE COPY 



102 200/8 



ZEICHNUIMGEIM SEITE 6 



FIG. 13 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE100 30 144A1 
H01L 25/065 

16. Mai 2002 



23 




tffcST AVAILABLE COPY 



ZEICHNUNGEN SE1TE 7 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 100 30 144 A1 
H 01 L 25/065 

16. Mai 2002 





BEST AVAILABLE COPY 



102 



ZEICHNUNGEN SEfTE 8 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offeniegungstag: 



DE 100 30 144 A1 
H01L 25/065 

16. Mai 2002 



FIG. 16 



101(102) 




UUD 



109 



FIG. 17 



101 



102 



103 




BEST AVAILABLE COPY 



1O2 2O0/8 



